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Przedmiotem wynalazku jest filtr pasmowo-za-
porowy, zbudowany w oparciu o prowadnice falo-
w3 typu TEM i rezonatory dielektryczne, przezna-
czony do pracy w zakresié czgstotliwosci 1 GHz
do 100 GHz. . ’

Filtr pasmowo-zaporowy przeznaczony do pracy
w pasmach mikrofalowych sklada sie zazwyczaj
z odcinka prowadnicy falowej, z ktérym w pew-
nych odstepach od siebie sg sprzezone rezonatory
mikrofalowe. Rezonatory te dla pewnego pasma
czestotliwoéci zwanego pasmem zaporowym, od-
bijaja cze$é energii fali elektromagnetycznej pro-
wadzonej przez linie w spos6b zalezny od czesto-
tliwoéci rezonansowych, dobroci nieobcigzonych i
wspélczynnika sprzezenia z linia, natomiast nie
zakl6cajg przeplywu energii fali elektromagnetycz-
nej dla czestotliwosci nie zawartych w tym pa-
$mie,

W‘znanych konstrukcjach filtrow zbudowanych
w oparciu o linie TEM, skladajaca sie z dwoéch
réwnoleglych plaszczyzn przewodzgcych i umieész-
czonego miedzy nimi metalowego przewodu wew-
netrznego, wymienione rezonatory sg odcinkami li-
nii TEM zwartymi, lub rozawrtymi na jednym,
lub na obu koncach, a ich sprzezenie z linig za-
lezy od wzajemnego polozenia przewodu wewnetrz-
nego linii i przewodu wewnetrznego rezonatora.
Ilosé rezor_létoréw, ich czestotliwo$eci rezonansowe,
wzajemne odlegloSci pomiedzy rezonatorami, impe-

dencje charakterystyczne odcinkéw linii sg okre-
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Slone poprzez zadane parametry filtru i wynika-
ja z przyjetej metody syntezy.

Maksymalne mozliwe do uzyskania tlumienie w
pasmie zaporowym zalezy bezposrednio od dobro-
ci uzytych rezonatoré6w. Filtry tego typu posia-
daja szereg wad. Rezonatory o dobroci nieobcig-
zonej wiekszej od 100 sa bardzo skomplikowane
mechanicznie, a tym samym sé‘ kosztowne w wyko-
naniu. Strojenie tych rezonatoréw jest utrudnione,
a regulacja polozenia rezonatoré6w wzgledem prze-
wodu Srodkowego linii, lub wzgledem siebie jest
w wiekszo$ci konstrukcji niemozliwa jak, na przy-
ktad, w wypadku linii paskowej, wykonanej tech-
nikg obwodéw drukowanych.

Celem wynalazku jest opracowanie filtru pasmo-
WoO-zaporowego przeznaczonego do pracy w pas-
mach mikrofalowych charakteryzujgcego sie: lat-
woscig regulacji czestotliwosci poszczegblnych re-
zonatoréw filtru, latwoscig regulacji wspblczynni-
kéw sprzezenia rezonatoré6w z linia TEM, latwo-
Scig regulacji wzajemnego polozenia rezonatoré6w
wzgledem siebie oraz duzym tlumieniem w pasmie
zaporowym. :

Istota wynalazku polega na umieszczeniu w li-
nii TEM, zbudowanej z plaszczyzn przewodzacych
réwnoleglych i umieszczonego miedzy nimi\prze-
wodu metalowego wewnetrznego, conajmniej dwu
ksztaltek dielektrycznych o przenikalnosci wiek-
szej od 9 i tangensie kata strat mniejszym od
1.10-3, uformowanym w ksztalcie walca, prostopad-
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loscianu, lub rury cylindrycznej i umieszczonych
plaszezyznami podstaw réwnolegle do plaszczyzn
przewodzacych linii TEM w dowolnej~ odleglosci
od tych plaszczyzn.

Przedmiot wynalazku jest odtworzony w przy-
kladach wykonania na rysunku, na ktérym: fig. 1
przedstawia filtr pasmowo-zaporowy zbudowany w
oparciu o linie TEM posiadajaca przewéd wewne-
trzny 1 o przekroju kolowym i trzy ksztaltki die-
lektryczne 2, 3 i 4 uformowane w ksztalcie walca
i umieszczone tak, ze plaszczyzny podstaw tych

ksztaltek sa r6éwnolegle do plaszczyzn przewodzg- .

cych 6 i 14 linii TEM; a fig. 2 — przekrdj po-
przeczny wzdiluz plaszezyzny 5—5, fig. 3 — filtr
zbudowany w oparciu o niesymetryczna linie¢ pas-
kowg i trzy ksztaltki dielektryczne 21, 22 i 23
uformowane w ksztalcie walca; a fig. 4 jego prze-
kréj’poprzeczn\y?, wzdluz plaszezyzny 24—24.

Probka 2 jest przymocowana do preta 7 wyko-
nanego z polistyrenu, zamocowanego do metalowe-
go preta 8 umieszczonego w otworze wykonanym
w uchwycie 9.

Polozenie uchwytu 9 wzdluz linii reguluje sie
mocujac go w okreslonej odleglosci $rubg 10. Po-
lozenie preta 8 wzgledem uchwytu 10 reguluje sie
za pomocy pokretla 11, zmniejszajgec tym samym
polozenie ksztaltki 2 wzgledem przewodu wewne-
trznego Linii 1, co jest réwnoznaczne ze zmiang
wspélczynnika sprzezenia z linig TEM rezonatora
utworzonego przez ksztattke 1 i plaszezyzny meta-
lowe 6, 14. Ksztaltki 3 i 4 sg umieszczone w linii
TEM w sposbéb identyczny jak ksztaltka 1. Wejscie
i wyjscie filtru stanowig dwa gniazda wspblosiowe
12, 13 typu N. Srednica przewodu wewnetrznego 1
wynosi 6 m, a odleglo$é wzajemna plaszczyzn me-
talowych 6 i 14 wynosi 11 mm. Ksztaltki dielek-
tryka 2, 3 i 4 s3 wykonane z ceramiki o przeni-
kalnodci wzglednej réwnej 22,9 i tangensie kata
strat r6wnym 6 - 104, przy czym te wartosci zmie-

rzono w pasmie X. Probki 2, 3, 4 posiadajg sred- .

nice 5,96 mm i dlugosé 4.04. Czestotliwosé rezonan-
sowg utworzonych przez ksztaltki 2, 3 i 4 przez
plaszezyzny metalowe 6, 14 rezonator6w mikrofalo-
wych pracujgcy w rodzaju TEO010 wynosila
9,72 GHz. Zmiana polozenia ksztaltki 1 za pomoca
pokretla 11 pozwala na zmiane wsp6tezynnika
sprzgzenia rezonatora z linig od 0 do 14. Dobroé
nieobcigzona rezonatora wynosita 1500.

Regulacja potozenia ksztaltek 2, 3 i 4 pozwala na
uzyskanie réznych charakterystyk filtru pasmowo-
-zaporowego, Dla przykladu filtr o charakterysty-
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ce ré6wnomiernie falistej o nier6wnomiernosci tiu-
mienia w pasmie ‘przenoszenia 05 dB i o szeroko-
$ci pasma 77 MHz posiadal maksymalne ttumienie
w pasmie zaporowym 60 dB. Wzgledna stalo$¢ cze-
stotliwosci rezonansowej poszczegblnych rezonato-
réow filtru byla mniejsza od 50 - 10-8/°C. Zasto-
sowanie innych materialow dielektrycznych do wy-
konania ksztaltek dielektrycznych pozwala z tla-
twoscia na uzyskanie wzglednej staloSci czestotli-
wosci rezonatoréw rzedu 10.- 10-6/°C.

W drugim przyktadzie wykonania metalowy pa-
sek 25 o szeroko$ci 0.7 mm, bedacy przewodem
wewnetrznym linii TEM, jest wykonany technika
fotolitograficzng na jednej stronie piytki 26 o wy-
miarach 50X 20X 0,7 mm wykonanej z ceramiki AlsOg.
Druga strona ptytki 26 jest calkowicie pokryta me-

_talem i tworzy jedng z plaszczyzn przewodzacych

linii TEM. Plytka 26 jest przylutowana do korpusu
27, do ktbérego jest przykrecana plytka metalowa
28 tworzjaca druga plaszczyzne przewodzacg linii
TEM. Ksztaltki dielektryczne 21, 22 i 23 w ksztal-
cie walca sg umieszczone na piytce 26.

Wymiary ksztalttek 21, 22 i 23, ich odleglosci od
siebie oraz od przewodu wewnetrzrfego linii 25 za-
lezg od wyboru charakterystyki filtru, materialu
z ktorego ksztaltki sg wykonane i od wyboru roz-
kladu pola w rezonatorze dielektrycznym. Najbar-
dziej przydatny jest ksztalt linii sit 29 z punktu
widzenia konstrukecji filtrow pasmowo-zaporowych
rodzaju TEgy. Wkret 30 umieszczony w plytce me-
talowej 28 pozwala na regulacje czestotliwosci re-
zonansowej rezonatora utworzonego przez ksztaltke
dielektryczng i plaszczyzny metalowe linii TEM.
Wejscie i wyjscie filtru stanowig gniazda wsp6i-
osiowe 311 32 typu OSM.

Zastrzezenie patentowe

Mikrofalowy filtr pasmowo-zaporowy, wykorzy-
stujgcy linie TEM, zbudowana z plaszczyzn prze-
wodzgcych réwnoleglych i umieszczonego miedzy
nimi przewodu‘ metalowego wewnetrznego, zna-
mieny tym, Zze zawiera conajmniej dwie ksztattki
dielektryczne (2) i (3) o przenikalnoSci wzglednej
wiekszej od 9 i tangensie kata strat mniejszym
o 11073, uformowane w ksztalcie walca, prosto-
padtoscianu lub rury cylindrycznej i umieszczone
plaszezyznami ‘podstaw roéwnolegle od plaszezyzn
przewodzacych linii TEM (6) i (14) w dowolnej
odleglosci od tych plaszczyzn.,
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